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Введенные сокращения

Модель, написанная при помощи симулятора электронных схем; У-образный МОП-транзистор; Вольт-амперная характеристика;

МОП-транзистор, изготовленный по технологии двойной диффузии;

Ионизирующее излучение; Интегральная схема;

Полевой транзистор со структурой типа металл-оксид-полупроводник;

Система автоматизированного проектирования; Технические условия; Условно-графическое обозначение; Ядерный взрыв;
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